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【はじめに】メラミンを熱縮合させると層状構造を持つ窒化炭素が生成される。グラファイト

状窒化炭素とも呼ばれるこの層状構造窒化炭素（以下 CN と略す）は光触媒性を示すことから新

しい材料として注目されている 1)。メラミンの熱縮合における生成物は粉末であるが、気相成長

法を用いると CN 薄膜が合成できる。これにより粉末では得られなかった配向成長した結晶性の

高い CN が得られるようになった 2)。CN 薄膜を半導体として考える場合、そのエネルギー電子状

態を知ることが重要である。本研究では、電気伝導や光特性を測定することでバンドギャップや

ギャップ内準位に対する考察を行った。 

【実験】石英ガラス試験管内にメラミン原料（純度 95%）と基板を一定距離だけ離して置いて、

それを 3 ゾーンの環状炉内に入れ原料と基板の温度は 500℃と 550℃で 30 分間加熱した。試験管

内は大気圧および減圧した状態で窒素ガスをフローし合成した。得られた CN 薄膜の光透過率・

反射率スペクトルと光熱偏向分光法(PDS)の測定により光吸収係数を求め、薄膜に電極を形成し IV

特性と電気伝導の温度依存性を測定した。 

 【結果】CN 薄膜の光透過率と反射率スペクトルより光学ギャップ Eg を求める。一般に粉末

CN の Egは 2.7 eV とされている。CN 薄膜ではタウツプロットでαを光吸収係数、E を光子エネ

ルギとしたとき縦軸を として n=2 で直線近似して求めると 2.82 eV であり、粉末とほぼ一致

している。n=2 のときは間接許容遷移によるものである。また、理論的に直接許容遷移とされる

n=1/2 でも直線近似が可能で、このとき Eg は 3.07 eV

となる(Fig.1)。これは 3.3 eV の吸収帯と 2.7 eV から立

ち上がる裾吸収の重なりによるもと考えられる。電気

伝導の温度依存性から活性化エネルギ Eaは 0.7 eV、光

電子収量分光法からイオン化ポテンシャルは 5.8 eV と

算出できた。発表では、これらの値から CN 薄膜のエ

ネルギーバンド構造を予想し、電気伝導の IV 特性の電

極による違いについて考察する。 
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Fig. 1 Tauc plot of n=2 and 1/2 
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